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Core & Shell Gate Workfunction
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Design Parameters
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Physics Based Analytic Model for Gate All Around MOSFETs with SiO2-Core Si-Shell
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	چکیده �در این مقاله مشخصه های الکتریکی ترانزیستور نانولوله بدون پیوند سیلیسیومی (دارای گیت داخلی و خارجی) مورد شبیه سازی و مطالعه قرار گرفته است. به دلیل افزایش کنترل گیت بر کانال، این افزاره دارای جریان حالت خاموش پایینتر و عملکرد بهتری نسبت به ساختار بدون پیوند نانوسیم با یک گیت خارجی می باشد. اثر متغیرهای ساختاری و فیزیکی بر عملکرد افزاره مورد بررسی قرار گرفته است و با محاسبه انحراف معیار و میانگین جریان حالت خاموش، جریان حالت روشن و ولتاژ آستانه، حساسیت مشخصه های الکتریکی نسبت به پارامترهای ساختاری و فیزیکی افزاره تبیین گردیده است. نتایج نشان می دهند که تابع کار گیت و آلایش کانال از مهمترین متغیرهای ساختاری افزاره هستند و لازم است مقدار بهینه ای برای آنها تعیین گردد.

